Grafeno sluoksniy sintezé ir savybiy tyrimas
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Grafenas yra sintetinis dvimatis vieno atomo storio
kristalas, pasizymintis  ypatingomis elektrinémis,
magnetinémis  optinémis bei termomechaninémis
savybémis, todél yra naujos kartos medziaga galinti
pakeisti daugelj kity jvairiuose pritaikymuose
nanoelektronikos srityje.

Grafeno dangy formavimui placiai naudojamas
pazangus mikrobangés plazmos aktyvuoto cheminio
nusodinimo i§ gary fazés (MW PACVD) metodas.
Lanksti technologiniy parametry kontrolé suteikia
galimybe suformuoti norimy ypatingy savybiy, didelio
ploto bei aukstos kokybés grafeno sluoksnius.

Naudojant ~ mikrobangés  plazmos  jrenginj
CYRANNUS I-6 buvo suformuotos grafeno dangos ant
skirtingy vario padékly (katalizatoriy): komercinés vario
folijos bei PVD metodu suformuotos plonos vario
dangos ant SiO/Si plokstelés pavir§iaus. Sintezés metu
buvo naudojamas vandenilio (200 cm®/min) ir metano
dujy (25 cm®min) miinys, kameroje palaikomas 30
mbar slégis, 1,1 kW mikrobangy galia. Suformuotos
grafeno dangos buvo perkeltos nuo laidzios vario folijos
(naudojant FeCl, ésdiklj) ant skirtingy padékly: SiO,/Si
plokstelés  pavirSiaus, kvarco padéklo. Grafeno
perneSimui nuo uZgarintos vario dangos ant minéty
padékly buvo pritaikyta speciali technologija: ant
grafeno pavirSiaus suformuojamas PMMA sluoksnis
(300 nm storio), i8ésdinami SiO, (vandenilio fluorido
rugsties tirpale) bei Cu (FeCly ésdiklyje) sluoksniai
paeiliui, plaunama distiliuotu vandeniu, grafenas su
PMMA sluoksniu perkeliamas ant dielektrinio padéklo,
kaitinama 130 °C temperatiroje 20 min, ésdinamas
PMMA sluoksnis acetone.

Siekiant iSvengti defekty, atsirandanéiy grafeno
perne§imo metu, grafeno dangos buvo sékmingai
uZaugintos tiesiogiai ant SiO2/Si plokstelés pavir§iaus
nenaudojant jokio katalizatoriaus.

Dangy struktiira iStirta Ramano spektrometru. Gauti
rezultatai patvirtina grafeno prigimtj (1 pav.). Pagal
apskaiiuotg G ir 2D smailiy intensyvumy santykj lop/lc
nustatyta, kad buvo suformuotos vieno bei keliy
sluoksniy grafeno dangos. Taip pat atlikti UV-VIS bei
FTIR spektroskopiniai matavimai.
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1 pav. a) Grafeno, perkelto ant SiO/Si padéklo, Ramano
sklaidos spektras; b) ant kvarco perkelty grafeno
sluoksniy, suformuoty tokiomis paciomis salygomis,
Ramano sklaidos spektrai
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2 pav. Grafeno Nr.3 a) optinés mikroskopijos nuotrauka;
b) I.p/l¢ santykio Ramano sklaidos topografinis vaizdas

Reiksminiai ZodZiai: grafenas, mikrobange plazma
aktyvuotas CVD, Ramano sklaidos spektroskopija.
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